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(57) Abstract: The invention relates to a substrate for radiofrequency microelectronic devices comprising a carrier substrate made of
a semi-conductor material, characterised in that it comprises a sintered composite layer, disposed on the carrier substrate and formed
from powders of at least one first dielectric material and one second dielectric material different from the first material, said sintered
composite layer being more than 5 microns thick and having a thermal expansion coefficient matched with that of the carrier substrate,

by more or less 30%.

(57) Abrégé : L'invention concerne un substrat pour des dispositifs microélectroniques radiofréquences comprenant un substrat support
en un matériau semi-conducteur, caractérisé en ce qu'il comprend une couche composite frittée, disposée sur le substrat support et
formée a partir de poudres d'au moins un premier matériau diélectrique et un deuxieéme matériau diélectrique différent du premier, ladite
O couche composite frittée présentant une épaisseur supérieure a 5 microns et un coefficient de dilatation thermique apparié avec celui

du substrat support, a plus ou moins 30%.



